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MEMORTA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR PATENTE DE_INVENCION
EN ESPANA POR: "PROCEDIMIENTO DE MET CION DE_SEMICONDUCTORES™
A NOMBRE DE STANDARD ELECTRICA, S.A. DOMICILIADA EN
MADRID, CALLE DE RAMTREZ DE PRADO N°, 5

Este invento se refiere en general a un procedimiento
de metalizacidn de semiconductores y mas particularmente a un proce-
dimiento de metalizacidn de semiconductores para metalizar selectiva-
mente superficles de dispositivos semiconductores.

En la fabricacién de dispositivos semiconductores y mas
particularmente los denomingdos dispositivos planares, es necesario
formar conexlones &hmicas con la regidn subyacente., Los dispositivos
del tipo plansr tienen frecuentemente juntas pasivadas por oxidaci6n
y el oontacto ohmico se hace por medio de una serie de operaciones
que incluyeﬂ'el enmasceramiento y corrosidn a través areas predeter-
minadas del recubripiento de dxido, para formar ventanas que exponen
las partes deseadas de la ldmina semiconductora subyacente, y sub-
siguientemento evaporar el material a través de una miscara colocada
en coincidencia con la lémina y ventanas pars formar la conexidn

obmice con las partes expuestas del material semiconductor subyacentes
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Un fin general del presente invento es proparcionar ua

procedimiento mejorado para hacer conexiones Shmicas a regiones prede
terminadas de una lamina o dispositivo semiconductoxr.

Otro fin del presente invento es proporcionar un proce-
dimiento para hacer un contacto Shmico a regiones predeterminadas
de la superfiole de una ldmina semiconductora que no reguiere la
coineidencia de una mascora o plantilla para formar el contacto
éhmico a través de ventanas formadas en la capa de Gxido.

Los anteriores y otros fines del invento serdn mas evi-
dentes por ls siguiente descripoidn dada con relacidn al adjunto di-
bujo, en el que:

Las 2igs. 1 a 6 muestran las operaciones de formar un
contacto Shmico en la superficle de un dispositivo semiconductor pla-
nare -

La fige 7 es una vista de planta del dispositivo mostrado
en las figs. 1 a 6.

La fig. 8 cs uwna vists ampliada de la parte 8-8 de la

fig. 4.

La fig. 9 es una vista ampliada de la parte 9-9 de la
figs 5 ¥

La fig. 10 os una vista ampliada de la parte 10-10 de la
fige 6.

Con referencia & la figs. 1, se muestra una parte de una
limina semiconductora 11 de un tipo de conductividad, por ejemplo
P, cuya parte incluye una regidn insertads 12, de tipo de conductivi-
dad opuesta, por ejemplo n, en la que, a su vez, se inserta otra re~
gién 13, del primer tipo de conductividad. El dispositivo mostrado
os en efecto, un transistor planar en el que los extremos de las

uniones se extienden hacia arriba a la superficie superior 14. Como
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tadas formadas en una ldmina grande y después de las opersciones de

formar las conexiones Shmicas a las diferentes regiones, la ldming se
corta para formar un nimero de dispositivos individuales.

La parte de la ldmina que se muestra en la fig. 1 inclu-
ye una capa de xido 16 sobre las uniones que se extienden a la su~
perficie superior 14 para pasivar por oxidacidn la misma de acuerdo
con técnicos bien conocidas. Las regiones insertadas 12 y 13, com-
prenden lag regiones base y cmisora, respectivamente, cue se insertan
en la lamina que comprende la regidn colectora.

La conexidn Shmica se hace a las regioncs emisora y base
en la sccuencia de operaciones mostradas en las figs. 2-6. La primera
operacidn cs enmascarar adecuadamente la superficie de la capa de oxi
do 16 con una mascara resistente al acido paia exponer en regiones
determinadas las partes subtyacentes de la capa de dxido 16, Subsi-
gulentemente, se sumerge la limina en una solucidn corrosiva que sir—
ve para corroer el &xido expuesto para formar ventenas en el dxido
pars exponer las partos subyacentes de las regiones emisorg y base
como se muestra en la fig. 2.

Con referenctsa a la fig. 3 se iulstra la operacidn si-
guiente on el procedimiénto. Estg operacidn comprende la evaporacién
de una capa o pelicula de aluminio sobre toda la superficie del dis-
positivo. Ia pelfcula ¢z sopertada por la capa de 0xido y se extien—
de sobre las ventanas para hacer contacto con las partos expuestas
del material semiconductor, base y emisor.

La evaporaridn puede efectuarse por técnicas bien cono-
cidas como, por ejemplo, sgdimentacién al vacio. La capa puede sexr
de un espesor aproximado de‘200 angstroms. Sin romper el vacio, se

deposita niquel sobre la superficie del aluminio como se muestra en
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22, El niquel puede evaporarse a un espesor de 1 & 2 mlernse

La operacidn siguiente en el procedimiento es calentar
la 18ming & ung temperatura sproximads de 6002C a la que el alumi-
nio y el niquel forman una aleacidn con el silicio subyacente en
la parte.expuesta pera formar una aleacidn de aluminio, silicio y
niquel. Sobre la capa de¢ oxido se forma una aleacidn de niquel y
aluminio.

La propiedsd distintive de la aleacidén de aluminiow-
silicio-niquel quc se forma en las partes expuestas del material
semiconductor, es que la aleacidn no serd corroida en una corrosidn
de niquel tal como cloruro férrico (Fe 013) ¥ la aleacidén de alumi-
nio-niquel se corroe con facilidad.

La limins puede colocarse en un bafio y corroer toda la
aleacidn de niquel-zluminio dejando en las ventanas el contacto 23
de la pleacidn de aluminio-silicio-niguel. Posteriormente, se puede
niquelar en la aleacidn' de aluminio-niquel-silicio una capa en una
solucidén elsctrdlitica de niguel. Pﬁeden entonces fijarse concxiones
en las areas niqueladas.

Pucde verse que se provee un procedimiento sencillo y
eficaz de formar oconexioncz Shmicas en partes predevterminadas de la
superficie de una lamina semiconductora de silicio.

Este invento corrcsponde a una solicitud de patente fore
mulada en Betados Unidos el 28 de Junio de 1965 sefialada con el
we, 467.775 y seo acoge, por lo tanto, a los beneficios que otorgan
los convenios intermacionales vigentes.

I R B B R it JC I P A

Los puntos de invencidn propia y nucva que se presen—
tan para que sean objeto de esta patente de veinte afios son los
siguientest
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le Un procedimientb de metalizacidn de semiconductorés
por el cual se metaliza por 1o menos un area de la superficie de un
dispositivo semiconductor de silicio y que comprende las operaciones
siguientes: proveer una capa de Sxido en una superficie que tiene
una aborturs en dicha ares predeterminadaj

Evaporar aluminio sobre dicha superficle sobre el dxido
¥y sobre la ventana en contaoto con el silicio subyacente;

Evaporar niquel sobre toda la supcrficie;

Calontar dicho dispositivo para formar una aleacidn de
aluminio-siliciq-niqual en dicha srea predeterminada; y

Corroer seleotivamente dicha lamina con lo que se¢ supri-
men ¢l nigquel y €l aluminio y permonecc la aleacidn de aluminio-si-
licio-niquel cn dicha area predeterminada.

» 2. Un procedimicnto scgin el punto 1 incluyendo las
operaciones de depositar eclectroliticamente una capa de metal sobre
diocha aleacidn de aluminio-silicio-niquel y fijar una conexidn a la
mismas

3. Un procedimiento de motalizacién semiconductores se=
gin el punto 1 incluyendo la formacidn de un contacto Shmico en por
lo menod un ares predeterminada de dicho dispositivo semiconductor
comprendiendo dicho contacto Sbmico una aleacidn de aluminio-niquel=
siliclo.

4. Un procedimiento de metalizacidén de semiconductores
que incluyen rogiones emisorasy base y colectora y un confacto éhmi co
formado con areas predeterminadas dé por lo menos dichas regiones
emlsora ¥ base y en los que dichos contactos ohmicos comprenden cada

uno una aleaocién de sluminio silicio-niquel.
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5« Procedimiento de metalizacidn de semi conductores.
130 Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede,
representado en ol dibujo que se acompafic y a los fines especifica~
doSe
Esta Mcemoris constas de sels hojas escritas por una sols

carte

E; | Sl S P,

[ V:"L.-u *h M«’ {-.‘ '! "“':-.‘ OH

: S,m,“: 'M.u.nuu&u)
ot N ’

Wiy LZ‘I.;}MI




S. A,

STIA}IDAPD CLEC i L\ uA. A‘

L\

3201

\ \‘ \\.\3\ N \\ \"'\\\.\

8 \\. LA AN N XAV S (&

/9 9\

NGNS s
.,.' A LI TR SR N 5.
SRR L AN NN AT
O AR R RN
A A
W 4
r-—m—mmmm—- ]
" w—— —
FigZ | | T
| ! |
| | l
. |4

(A 7y
". ‘\4\"\\ \.\J-,"/':,,} _— \,._,)\:.\"";\_'_-\' “4
NS AN A R e e e R N
" '/.‘.VZ/.;./,_;/,"‘./"J/ & Y e
o) VI WY RR N 2 e i
I YRIL YA SO PG Y EY
LANAVL SO SR LN AN B

98 JUN. 1966
/ é/ {4

5 'O o

o ”\Swrc....no Gencxal

J

S

ez (133

i)

-




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



